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der Klasse I aus Isoliermaterial bestehen oder wenigstens mit
einem solchen iiberzogen sein miissen, befiirwortete die Mehrheit,
den diesbeziiglichen Passus zu streichen. Ob in den Vorschriften
ein Abschnitt iiber Radiostorschutz vorzusehen oder nur die
Sicherheit eventuell eingebauter Radiostorschutzmittel zu fordern
ist, soll durch die Plenarversammlung im Mai 1969 entschieden
werden. Die Einfiihrung einer Klasse «staubgeschiitzte Werk-
zeuge» wurde abgelehnt, da keine geeigneten Priifverfahren vor-
liegen. Von den zahlreich vorliegenden Kommentaren konnte
zirka die Halfte besprochen werden.

Weiteres Vorgehen: Dem CT 313 werden an der Tagung im
Mai 1969 wieder 1% Tage zur Verfiigung stehen, in denen der
Teil I der Publikation 20 verabschiedet werden sollte. Bis Februar
1969 wird das Sekretariat das Protokoll und je eine Zusammen-
stellung der beschlossenen Anderungen sowie der noch nicht be-
handelten Eingaben verteilen. G. Tron

Plenarversammlung

Die Plenarversammlung hielt am 11. Oktober 1968 unter dem
Vorsitz des Prisidenten der CEE, P.D. Poppe (Norwegen), ihre
60. Sitzung ab.

Als Abschluss des Umfrageverfahrens lagen vier Entwiirfe
zur Verabschiedung vor, die alle angenommen wurden. Gegen
die Sonderbestimmungen fiir Tauchsieder und die fiir Heizofen
hatte nur Deutschland wesentliche Einwénde beziiglich der
Schutzmassnahmen gegen iiberméssige Erwiarmung der Umge-
bung bei unsachgemissem Gebrauch. Die Vorschriften fiir Diazed-
Sicherungen lehnten nur 3 Linder-ab, die dieses System ohnehin
nicht verwenden. Bei den Vorschriften fiir steife, glatte PVC-

Installationsrohre wurde statt des vorgesehenen Durchmessers
von 20 mm ein solcher von 19 mm, wie bisher iiblich, verlangt,
jedoch die vorgesehene Durchmesserreihe, in der auch der Wert
20 mm vorkommt, gutgeheissen.

Im vereinfachten Verfahren wurden die Anderungen der
Empfehlung 1, Feuchtigkeitsbestiandigkeit, und der Publikation 2,
Gummiisolierte Leitungen, angenommen, wihrend von den
5 Anderungsantrigen zur Publikation 17, Industrie-Steckvorrich-
tungen, 2 abgelehnt und 3 leicht geéindert angenommen wurden.

Die Arbeitsgruppe der Plenarversammlung zur Aufstellung
von Anforderungen an Apparate mit elektronischen Bauteilen
wird ihren Entwurf der Plenarversammlung im Mai 1969 vorle-
gen. Die E -Marke ist bereits in den meisten europdischen Lan-
dern registriert. Die Delegationen der USA und Kanadas haben
eine Priifung dieser Frage in ihren Lindern zugesagt.

Es wurde beschlossen, das Komitee fiir Priifanstalten zu reak-
tivieren. Es wird ausserhalb der CEE-Tagungen zusammentreten
und sich hauptsichlich mit der Auslegung und Vereinheitlichung
vorgeschriebener Priifverfahren befassen. Jedes Mitgliedsland
kann drei Teilnehmer entsenden, die vorldufig nicht alle einer
Priifanstalt angehGren miissen.

An der nichsten CEE-Tagung in London vom 5. bis 15. Mai
1969 werden folgende Komitees Sitzungen abhalten: CT 224 fiir
Leitungsschutzschalter, CT 031 fiir Allgemeine Anforderungen,
CT 10 fiir Isolierte Leiter, CT 228 fiir Temperaturregler, CT 311
fiir Motorapparate, CT 313 fiir Tragbare Werkzeuge, das Zu-
lassungsbiiro und die Plenarversammlung. Die nichste Herbstta-
gung der CEE wurde fiir die Zeit vom 22. September bis 4. Ok-
tober 1969 in Ljubljana, Jugoslawien, vorgesehen. G.Tron

Technische Mitteilungen — Communications de nature technique

Terniire, arithmetische Einheit
511.118

[Nach I. Halpern und M. Yoeli: Ternary arithmetic unit. Proc. IEE,
115(1968)10, S. 1385...1388]

Im Unterschied zum Dezimal-Zahlsystem mit der Basis 10
oder dem bindren System mit der Basis 2 beruht das terndare Zahl-
system auf der Basis 3. Das Dualsystem wird fast ausschliesslich
in allen Computern benutzt. Das ternére System hat aber die Vor-
teile, dass es schneller arbeitet und einfacher zu realisieren ist. Im
Binarsystem treten nur die Zahlen 0 und 1 auf. Diese konnen
durch einfache Schaltkreise dargestellt werden, die entweder
auf EIN oder AUS gestellt sind. Der Nachteil dieses Systems be-
steht darin, dass mehr Ziffern als im Dezimalsystem bendtigt
werden, um eine bestimmte Zahl darzustellen. Zudem muss so-
wohl im Binir- wie auch im Dezimalsystem das Vorzeichen sepa-
rat angegeben werden.

Im terndren Zahlensystem kann mit der Wahl der Zzahlen 0,
+1 und —1 das Vorzeichen in der Zahlendarstellung einge-
schlossen werden. Die besondere Eigenschaft des terniren Sy-
stemes ermoglicht die Vorzeichendnderung durch Ersetzen von—1
durch +1. Addition und Subtraktion werden deshalb ohne Riick-
sicht auf das Vorzeichen durchgefiihrt. Dadurch lassen sich die
erwiahnten arithmetischen Operationen einfacher realisieren. Da
eine ternare Zahl weniger Ziffern hat als die entsprechende bindre
Zahl, bendtigt eine Addition ungefdhr 24 der entsprechenden bi-
niaren Operation. Die terndre Multiplikation ist ungefiahr doppelt
so schnell wie die bindre Multiplikation.

Trotz diesen Vorteilen wurde das terndre System bis jetzt in
keinem fiir die Praxis hergestellten Computer beniitzt, da die
entsprechenden Schaltkreise nicht kommerziell erhiltlich sind.
Die einzige terndre Rechenmaschine ist die in der UdSSR ent-
wickelte SETUN, die aber anstelle elektronischer Schaltkreise ma-
gnetische Recheneinheiten beniitzt. Terndre Maschinen konnen
mit Vorteil bei speziellen Anwendungen gebraucht werden, wo
positive und negative Zahlen verarbeitet werden miissen.

E. Handschin.
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Neues auf dem Gebiete der Stofistromkondensatoren
in der UdSSR
621.319.53

[Nach G. S. Kutschinskij u. a.: Niederinduktive Hochspannungs-Stoss-
kondensatoren (russ.), Elektrotechnika 39(1968)8, S. 43...45]

In den letzten Jahren sind fiir die Erzeugung von StoBstro-
men hoher Amplitude und grosser Anstiegsgeschwindigkeit in
Einrichtungen verschiedenster Art die Anforderungen an die
Eigeninduktivitit und den Giitefaktor der Kondensatoren stark
angestiegen.

Im Hochspannungslaboratorium der Technischen Hochschule
Leningrad ist eine Anzahl (3 Typenreihen mit insgesamt 15 Typen)
niederinduktiver Hochspannungskondensatoren (fiir 25...100 kV)
mit einem Dielektrikum aus Papier-Ol und verschiedenen Kunst-
stoff-Folien (Polyathylen, Polystyrol und Polyéthylen-Terephtha-
lat) je nach den verschiedenen Betriebsbedingungen entwickelt
worden.

Bei der Entwicklung wurden folgende grundlegende An-
forderungen beriicksichtigt: niedrige Eigeninduktivitiat, hochster
Energieinhalt je Volumeneinheit, hohe dynamische Widerstands-
fahigkeit aller Kontaktverbindungen, Betriebssicherheit bei zahl-
reichen oszillierenden Entladungen iiber eine kleine Induktivitit
oder wiederholten Impulsreihen grosser Dichte, hoher Giitefak-
tor bei hochster Frequenz der Entladung, Moglichkeit einer nie-
derinduktiven Verbindung der Kondensatoren zu einer Batterie
bzw. des Zusammenbaus mit einer Entladeeinrichtung.

Die entwickelten Kondensatoren unterscheiden sich von denen
aus der serienmdssigen Fabrikation durch eine hohere Eigen-
frequenz infolge geringerer Eigeninduktivitdt, durch Kkleinere
Verluste unter Entladeverhiltnissen (erhohter Giitefaktor) und
durch die Konstruktion der Anschliisse, die die Herstellung nie-
derinduktiver Verbindungen mit Sammelschienen, Verbindungs-
kabeln und Entladeeinrichtungen erlauben.

Eine Typenreihe relativ kleiner Kondensatoren bis 50 kV
weist einen Giitefaktor bis zu Q@ = 300 bei einer Frequenz in der
Grossenordnung von 1 MHz auf und ist fiir den Betrieb mit wie-
derholten schwach geddampften oszillierenden Entladungen hoher
Frequenz bestimmt. G. v. Boletzky
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Das lebende Lichtfeld in Barcelona
659.135

Wer abends vom Hafen Barcelonas die berithmten Ramblas
hinaufflaniert und sich der schonen Plaza de Catalufia nahert, er-
blickt auf dem Dache des Geschiftshauses an der Ecke Ronda de
la Universidad und Rambla de Catalufia ein méchtiges Lichtfeld
(Fig. 1), auf dem Silhouetten ein attraktives Spiel auffiihren oder
dunkle Schriften auf hellem Feld irgend ein Produkt anpreisen.

Diese Lichtreklame-Anlage, die seit kurzem in Betrieb steht,
vermag nicht nur die Touristen zum Stehenbleiben zu veranlas-
sen, sie fasziniert auch die Einheimischen, welche doch schon
etliches an Lichteffekten auf diesem Platz gewohnt sind. Die
Werbewirkung ist deswegen so stark, weil die Schattenspiele auf
dem Lichtfeld frohlich sind, mit happy ends ausgehen, die Be-
trachter zum Warten auf neue Gags anhalten und sie zwischen-
durch mit Werbeslogans iiber Artikel und Konsumgiiter berie-
seln, was ja der Zweck des ganzen Unternehmens ist.

Der Konstrukteur dieser Anlage ist Douglas Leigh; es sollen in
den USA und Japan schon mehrere derartige «Pantelles Leigh-
EPOK» in Anwendung stehen. Diese in Barcelona ist die erste
in Europa, in Kiirze soll eine weitere in Madrid folgen.

Das Lichtfeld von 12 m Hohe und 17,2 m Breite ist mit 5160
Glithlampen bestiickt, welche in Reflektoren stecken, damit das
Licht nur nach vorne austreten kann. Es entfallen 5 Reflektoren
auf den Laufmeter, in der Hohe sind 60 und in der Breite 86 Lam-
penreihen vorhanden und jede einzelne Lampe ist fiir sich ein-
und ausschaltbar. Die Figuren entstehen dadurch, dass Gruppen

Fig. 1
Plaza de Catalufia in Barcelona mit dem Lichtfeld einer neuartigen
Werbeanlage
Das Feld hat eine Fliche von 12X 17,2 m
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Fig.2
Lichtfeld mit 5160 Gliihlampen von 25 W
Schnell aufeinanderfolgende Ein- und Ausschaltungen der Lampen
bewirken ein bewegtes dunkles Bild auf hellem Grund

von Lampen ausgeschaltet bleiben und Silhouetten auf hellem
Grund bilden (Fig. 2). Die Bewegung wird so erzeugt, dass in
kurzen Zeitablaufen immer neue Figuren, die sich von den vor-
ausgegangenen ein wenig unterscheiden, gezeigt werden und da-
durch eine Story zustande kommt, die dhnliche Wirkungen her-
vorruft wie die Walt-Disney-Filme oder dhnliche Cartoons. Die
Werbespriiche, die manchmal auch wechseln, erscheinen als
dunkle Buchstaben-Silhouetten auf hellem Untergrund.

Das Ein- und Ausschalten von Lampen- und Lampengruppen
wird durch Photozellen gesteuert, und zwar hat jede Lampe auf
dem Lichtfeld ihre zugehorige, genau gleich angeordnete Photo-
zelle auf einem kleinen Zellenfeld. Auf dieses Feld werden die
Schwarzweiss-Bilder projeziert, die auf einem 16 mm-Film auf-
gezeichnet sind. Die hellen Filmstellen beleuchten die Photozellen,
welche ihrerseits die Einschaltung auf dem Lichtschirm aus-
losen, die dunklen Filmstellen verhindern die Einschaltung der
Lampen und die rasche Bildfolge, entsprechend dem Filmver-
lauf, bewirkt das lebende Bild.

Die Anlage mit einer Gesamtleistung von 129 kW weist fol-
gende Elemente und Besonderheiten auf:

5160 Glithlampen von 25 W
5160 Photozellen
10 320 Transistoren
25 800 Widersténde
200 000 Lotstellen
250 000 m  Kabelleitungen

Wihrend der Bauzeit von 8 Monaten waren etwa 50 Arbeiter
beschiftigt. Das Lichtfeld auf dem Dach hat ein Gewicht von 9 t.
J. Guanter

Nachrichten- und Hochfrequenztechnik — Télécommunications et haute fréquence

Ein Miniaturbandpass fiir den GHz-Bereich
621.372.543.2.029.63

[Nach W. H. Harrison: A Miniature High-Q Bandpass Filter Employing
Dielectric Resonators. IEEE Transactions MTT-16(1968)4, S. 210...218]

Die Verwendung von dielektrischen Resonatoren fiir Mikro-

wellenbandpasse ermdoglicht die Miniaturisierung dieser Filter
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Bull. ASE 59(1968)25, 7 décembre

gegeniiber der bisher gebrduchlichen Bauweise. So misst zum Bei-
spiel ein Hohlleiterbandpass im Frequenzgebiet von 2,3 GHz
68 X 115 X 406 mm; er wiegt 1,8 kg. Wenn man von der Be-
lastbarkeit absieht, hat ein gleichwertiger Bandpass mit dielektri-
schen Resonatoren 36 mm Durchmesser und 117 mm Linge und
ein Gewicht von 130 g. Als Material fiir die dielektrischen Reso-

Fig. 1
Aufbau eines GHz-Bandpasses mit dielektrischen
Resonatoren
1 Filtergehduse; 2 Abgleichschraube; 3 Di-
stanzrohr; 4 dielektrischer Resonator; 5 Ab-
schlusskappe; 6 Distanzstiick; 7 Lotstelle;
8 Anschluss; 9 Eingangs-Ankopplungsring;
10 Resonatortriager

(A 725) 1161
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Fig.2
Selektivitiitskurve des GHz-Bandpasses mit dielektrischen Resonatoren
A Didmpfung; f Frequenz; f,=2281,5 MHz; n=35 (Zahl der Resonato-
ren); 0,001 dB Welligkeit
theoretische Kurve o_ gemessene Kurve
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natoren wurde bei diesem Filter TiO2 verwendet. Resonatoren aus
diesem Material erreichen Q-Werte von 6500...7500.

Der Aufbau des Filters ist in Fig. 1 dargestellt. Die dielektri-
schen Resonatoren haben Scheibenform. Thre Abmessungen sind
rund 15 mm Durchmesser und 6 mm Dicke. Der Innendurch-
messer des versilberten Messingrohres, in dem die Resonatoren
gelagert sind, betrdgt 31 mm. Die Resonatoren sind in einem
Isolierrohr eingebaut und durch Distanzstiicke aus Isoliermaterial
in ihrer Lage fixiert. Die Grosse der Kopplungen zwischen den
einzelnen Resonatoren ist durch ihre gegenseitigen Abstéinde ge-
geben. Die beiden dusseren Resonatoren sind mit dem Eingang
und Ausgang gekoppelt. Die Ankopplung erfolgt durch kreisfor-
mig gebogene Metallbinder, die mit den Kabelanschlussbuchsen
verbunden sind.

Fig. 2 zeigt die Selektivitiatskurve des Bandpasses. Die 3-db-
Bandbreite betrdagt 50 MHz; die Bandmitte liegt bei 2281,5 MHz.
Wie aus der gemessenen Kurve zu ersehen ist, wird die Dampfung
bei Frequenzen, die grosser als die Maximumstelle bei +108 MHz
sind, kleiner. Oberhalb der Resonanzfrequenz des Bandpasses
weist das Filter einige storende Resonanzstellen auf, deren Ur-
sachen und Beseitigung Gegenstand eingehender Untersuchungen
sind.

Die Eigenfrequenzen der einzelnen dielektrischen Resonatoren
konnen durch Ausgleichsschrauben, die ebenfalls aus TiOg beste-
hen, variiert werden. Die Frequenzvariation betrégt bei 2,3-GHz-
Resonatoren ungefahr 75 MHz. H. Gibas

Die menschliche Haut als Nachrichtenempfinger
654.02:612.883

[Nach L. G. Lawrence: Communications via touch. Electronics WId.
79(1968)S, S. 32...34 und 80]

Fiir Weltraumfahrer und Tiefseetaucher konnte es unter Um-
stinden wichtig sein, die Haut als Nachrichtenempfinger benut-
zen zu konnen. Dies kann insbesondere dann erforderlich sein,
wenn die anderen Sinnesorgane in ihrer Funktion gestort sind.
Zum Nachrichtenempfang sind grundsitzlich sowohl die kilte-

Fortsetzung auf Seite 1175
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und wirmeempfindlichen Rezeptoren als auch die schmerz- und
druckempfindlichen Rezeptoren der Haut geeignet.

Versuche haben jedoch gezeigt, dass sich als Empfangsorgane
am besten die druckempfindlichen Rezeptoren verwenden lassen,
da diese mit verhiltnismissig einfachen Mitteln, z. B. mecha-
nische Stossel oder Luftdiisen, stimuliert werden konnen.

Ein zur Ubertragung von Buchstaben geeignetes Empfangs-
system lasst sich unter Ausnutzung der druckempfindlichen Re-
zeptoren dadurch gewinnen, dass aus mehreren Stosseln oder
Luftdiisen auf der Brust eine Matrix gebildet wird. Durch ent-
sprechende Betitigung der Einzelelemente der Matrix lassen sich
die Buchstaben analog abbilden. Versuche haben erwiesen, dass
sich mit einiger Ubung 15 Zeichen pro Sekunde erkennen lassen.

Voraussetzung fiir eine zufriedenstellende Funktion dieses
Empfangssystems ist, dass die einzelnen Rezeptoren geniigend
weit voneinander entfernt angeordnet sind und dass die Reize mit
einer bestimmten Verzogerung nacheinander eintreffen. Insbeson-
dere die Erfiillung der letzten Forderung kann sehr aufwendig
sein.

Wie sich bei Versuchen ebenfalls herausgestellt hat, ist die
Haut an den Fingern besonders gut zum Nachrichtenempfang ge-
eignet. Es liess sich ndmlich erreichen, dass von der menschlichen
Sprache, die Stimulatoren an den Fingern in Form elektrischer
Signale zugefiihrt wurde, jedes zweite Wort verstanden werden
konnte. D. Krause

Temperaturabhiingigkeit des MOS-FET bei

Tiefsttemperaturen
621.382.323:537.312.6

[Nach H.C. Nathanson u.a.: Temperature Dependence of Apparent
Threshold Voltage of Silicon MOS Transistors at Cryogenic Temperatures.
IEEE Transactions on Electron Devices 15(1968)6, S. 362...368]

Fir besondere Anwendungen (sehr rauscharme Verstirker
usw.) ist es notwendig, das Verhalten des MOS-FET (Feldeffekt-
transistor, dessen Gate durch Si02-Schicht vom Kanal isoliert ist)
auch bei tiefsten Temperaturen zu kennen. Die Temperaturab-
hidngigkeit der FET-Kennlinien ist im Bereich 70...450 °K be-
kannt und kann auch theoretisch erklirt werden. Fiir tiefere
Temperaturen fehlten bisher Untersuchungen.

Die Temperaturabhingigkeit des MOS-FET kann am besten
durch die Anderung der Schwellspannung U mit der Temperatur
charakterisiert werden. U ist die Spannung zwischen Gate und
Source (Ugg), bei welcher Drainstrom zu fliessen beginnt. Je nach
dem FET-Typ ist U von gleicher oder entgegengesetzter Polari-
tat wie die Drain-Source-Spannung (Upg); d. h. es handelt sich
entweder um einen Enhancementmode-(Anreicherungs-)FET
oder um einen Depletionmode-(Verarmungs-)FET. Urp ist eine
Funktion der geometrischen Abmessungen, der freien Ladung
im Kanal und der, von Storstellen herrithrenden, gebundenen La-
dung in der Isolierschicht. Je nach FET-Typ betragt Uy zwischen
ca. —5 und +5V. Der Temperaturkoeffizient ist im Bereich
70...450 'K ungefahr konstant und liegt zwischen 3 und 5 mV/°K.
Nach neuesten Untersuchungen beginnt er bei Temperaturen
unterhalb 50...70 °K sehr stark anzusteigen. In Extremfillen kann
er iiber hundertmal grosser werden als bei Raumtemperatur
(300 mV/°K)! Man findet z. B. Anderungen von —3 auf +1V
oder von +4 V auf + 12V zwischen Raumtemperatur und 5 °K.
MOS-FET, welche bei Raumtemperatur leiten, werden bei glei-
chem Ugg bei Tiefsttemperaturen sperren.

Die starke Zunahme des Temperaturkoeffizienten kann mit
der konventionellen MOS-FET-Theorie nicht erklirt werden.
Unter der Annahme, dass die Storstellen nicht fest gebunden sind,
sondern Ladungstrager freisetzen konnen, falls ihr Energieniveau
nahe dem Leitungsband ist, kann das Phinomen zum Teil erklart
werden. Es sind jedoch weitere Experimente erforderlich, um die-
ses interessante Tieftemperaturphinomen ganz zu verstehen.

H.P.von Ow

Suite a la page 1175
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Ob Sie
25, 300 oder 3000 kvar
Blindleistung
kompensieren miissen,
mit einer

Kond ;1 atore
haben Sie imm
eine Anlage J

mit 3facher ‘

Sicherheit zu besitzer ¢

Sie ist selbstverstzndlich nach dem Baukastenpr z liZester Zeit
montiert oder erweitert. Die MICOMAT-Kondensatorenbatterien sind
kompakt und formschon gebaut. Verlangen Sie bitte unsere ausfihrlichen
Prospektunterlagen oder den unverbindlichen Besuch unserer Spezialisten.

MICAFIL AG 8048 Zurich — Abteilung Kondensatoren



Brauchen Sie Bestellen Sie
TTLsder >y Fd-Schalthreise
Serie 74N? von Philips

Wir liefern ab Lager Zurich

zu attraktiven Industriepreisen

in einer ausgezeichneten Anlieferqualitat
(AQL=0,25% auf inoperative failures)

Diese in der Schweiz gefertigten inte-
grierten Schaltkreise der FJ-Serie sind
elektrisch und in bezug auf die Reihenfolge
der Anschlusse vollig identisch

mit der Baureihe 74 N.

Philips SN74 Funktion
Typen- Aquivalent
nummer

FJH131 SN7400N 4x2Eingang NAND Tor

FJH121 SN7410N 3x3 Eingang NAND Tor

FJH111 SN7420N 2x4 Eingang NAND Tor

FJH101 SN7430N 8 Eingang NAND Tor

FJH141 SN7440N 2x4 Eingang NAND Leistungstor

FJH 151 SN7450N Dual exclusiv OR —Tor erweiterbar’
FJH161 SN7451N Dual exclusivOR—Tor

FJH171 SN7453N 2-2-2-2 AND-ORINV Tor erweiterbar
FJH181 SN7454N 2-2-2-2 AND-ORINV Tor

FJY 101 SN7460N Dual 4 Eingang Expanderzu FJH 151/171

FJJ 101 SN7470N  JK-FF, stell-, rickstellbar

FJJ 111 SN7472N  JK Master—slave — FF, stell-, rtickstellbar
FJJ 121 SN7473N  Dual JK Master —slave — FF, riickstellbar
FJJ 131 SN7474N Dual D FF, stell-, riickstellbar

FJJ 141 SN7490N Dekadenzahler

Musterstiickzahlen von folgenden FJ-Kreisen sind noch im Laufe
1968 moglich

Philips SN74 Funktion
Typen- Aquivalent
nummer

FJJ 181 SN7475N 4xD-FF

FJJ 191 SN7476 N DualJKMaster—slaveFF, stell-, riickstellbar
FJJ 251 SN7492N 12fach Binarteiler

FJJ 211 SN 7493 N 16fach Binarteiler

FJL 101 SN 7441AN BCD zu Dezimal Dekade, Nixie Ausg.

FJH191 SN7480N Volladder mit Steuerlogik
FJH231 SN7401 N 4x2Eing. NAND Tor, offener Koll. Ausg.
FJH221 SN7402N 4x2Eing. NOR Tor

Integrierte Schaltkreise von Philips, ein PH I I-I Ps
weiteres Beispiel aus dem reichhaltigen totdie Elgktruinik

Philips-Bauteile-Programm

Abt. Halbleiter und Baueinheiten
Postfach, 8027 Zirich Tel. 051 442211
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